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Urzadzenie przeno$ne do plazmowania, zwtaszcza roslin

Przedmiotem wynalazku jest urzgdzenie przenosne do plazmowania, zwtaszcza
rodlin plazmg niskotemperaturowg pracujgce pod cisnieniem atmosferycznym,
przyczyniajgce sie miedzy innymi do poprawy wzrostu korzeni i gojenia ran roslin.

W dokumencie patentowym nr RU2016122792 (A), pt. METHOD FOR ROOT
FORMATION STIMULATION OF VITIS AMURENSIS GRAPE CUTTINGS opisano
stymulacje ukorzeniania winorosli dzieki zanurzeniu obcietych peddw w roztworze,
w ktdérym zanurzono elektrody bimetaliczne, zawierajacym jony srebra i miedzi.

Zastosowanie elektrod statego napiecia umieszczonych w ziemi w celu poprawy
wzrostu korzeni przedstawiono w dokumencie patentowym nr DE2841933 (A1) pt.
ELECTRICAL STIMULATION FOR CELL GROWTH PROMOTION - BY APPLYING
DIRECT CURRENT IN PULSES OR WITH CONTINUOUS POLARITY CHANGES, TO
ROOT AREA OR TO MEDIA CONTG. NUTRIENTS.

Wykorzystywano emulsje zawierajgce wyciggi z Abies Sibirica w celu ochrony
przed grzybami oraz stymulacji ukorzeniania w dokumencie patentowym
nr RU2010124306 (A) pt. SIBERIA FIR EMULSIVE AGENT FOR DISEASE CONTROL,
GROWTH STIMULATION AND ROOTFORMATION OF GRAIN, VEGETABLE AND
ORNAMENTAL PLANTS ON OPEN AND CLOSED GROUND.

Uzyto opryskdw nasion oraz roslin roztworem zawierajgcym glicyne do stymulacji
wzrostu korzenia buraka cukrowego w dokumencie patentowym nr RU2337544 (C1) pt.
METHOD OF STIMULATION OF SUGAR BEET ROOT GROWTH AND
DEVELOPMENT.

W dokumencie patentowym nr US5883048 (A) pt. THIOL STIMULATION OF
ROOT FORMATION oraz w dokumencie patentowym nr AU4344199 (A) pt. THIOL
ACTIVATION OF CYTOTOXIC AGENTS AND ROOT FORMATION STIMULATION
zastosowano tiol do zwiekszenia przyrostu korzeni.

W dokumencie patentowym nr BG50628 (A1) pt. DEVICE FOR ROOT-
FORMATION STIMULATION, przedstawiono zastosowanie mieszanke zawierajaca
kwasy ttuszczowe zawierajgce idol oraz witamine K3 do rozmnazania wegetatywnego
drzew wisni i moreli.

Znany jest reaktor plazmowy typu glidearc pracujgcy pod ciSnieniem
atmosferycznym z uzyciem gazu procesowego w postaci azotu lub powietrza opisany
w publikacji Mazurek P., Pawtat J., Kwiatkowski M., Badanie zaburzen przewodzacych
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w torze zasilania reaktoréw DBD i GlidArc, Przeglad Elektrotechniczny 2015, 11, strony
50-53.

Celem wynalazku jest stymulacja roslin, w dowolnym miejscu, plazmg
niskotemperaturowg pod cisnieniem atmosferycznym, przyczyniajacg sie do poprawy
wzrostu korzeni i gojenia ran roslin.

Istotg urzgdzenia przenosnego do plazmowania, zwtaszcza roslin plazma
niskotemperaturowg pracujgcego pod ciSnieniem atmosferycznym, posiadajacego
akumulator, sprezarke, przeksztattnik napiecia jest to, ze sklada sie z przenosnej
obudowy =z ptytg montazowa, do ktérej zamocowany jest uktad akumulatorow
z wigcznikiem ukfadu zasilania potgczonym przewodami elekirycznymi w ostonie
z uktadem przetgcznikbw generatora wysokiego napiecia, ktéry przewodami
elektrycznymi potgczony jest z elektrodami generatora plazmy ze slizgajacym sie tukiem
elektrycznym. Do gniazda uktadu akumulatorbw podtgczona jest przewodami
elektrycznymi sprezarka, ktéra posiada wlot powietrza i podtgczona jest przewodem
rurowym z wlotem gazu reaktora plazmowego. Do gniazda uktadu akumulatoréw
przewodami elektrycznymi podtaczony jest przeksztattnik napiecia, ktory poprzez
gniazdo podtgczony jest przewodami elektrycznymi do uktadu przetgcznikow generatora
wysokiego napiecia. Generator wysokiego napiecia zamocowany jest w obudowie
z uchwytem, do ktérej zamocowana jest gtowica reaktora plazmowego. Korzystnie na
kohcu gtowicy reaktora plazmowego zamocowana jest ostona perforowana zas do
uktadu akumulatorow podtaczone jest gniazdo poprzez przewody. Wskazane jest gdy
przenosna obudowa posiada uchwyt albo szelki.

Korzystnym skutkiem urzadzenia wediug wynalazku jest poprawa procesu
ukorzeniania roslin po obrobce plazmowej wynikajaca ze zwiekszenia masy oraz
dtugosci wytworzonych korzeni atakze zwiekszenie przyrostu kalusa wptywajace
pozytywnie na proces gojenia ran roslin po zabiegach pielegnacyjnych. Dodatkowym
korzystnym skutkiem jest dekontaminacja mikrobiologiczna wptywajgca na redukcje
chorobotworczej mikroflory, co w konsekwencji ogranicza infekcje roslin. Stymulacja
plazmowa urzgdzeniem wedtug wynalazku pozwala na ograniczenie ilosci stosowanych
w rolnictwie Srodkdw chemicznych, przez co jest przyjazna dla Srodowiska.
Proponowane urzadzenie umozliwiajgce obrobke plazmowg stacjonarng i w terenie daje
w perspektywie realne oszczednosci ekonomiczne oraz przyczynia sie do poprawy
jakosci oferowanych na rynku produktow roslinnych.
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Wynalazek zostat przedstawiony w przyktadzie wykonania, na rysunku w przekroju
obudowy przenos$nej w postaci plecaka oraz ruchomej operacyjnej czesci urzadzenia.

Urzadzenie przenosne do plazmowania, zwtaszcza roslin  przedstawione
w przyktadzie wykonania skfada sie z przenosnej obudowy 1 w postaci plecaka
zuchwytem 2 i szelkami 3, w ktérym znajduje sie ptyta montazowa 4. Do ptyty
montazowej 4 zamocowany jest uktad akumulatorow 5 z wigcznikiem ukfadu zasilania 6
potgczonym przewodami elektrycznymi 7 w gietkiej ostonie 8 z uktadem przetgcznikéw 9
generatora wysokiego napiecia 10, ktory przewodami elektrycznymi 11 potgczony jest z
elektrodami 12 generatora plazmy ze $lizgajacym sie tukiem elektrycznym o mocy 60 W.
Do gniazda 13 uktadu akumulatoréow 5 tworzacych baterie o parametrach 12
V/10000 mAh podtgczona jest przewodami elektrycznymi 14 sprezarka 15 zapewniajgca
przeptyw powietrza o wartosci 440 I/h, ktéra posiada wlot powietrza 16 i podtgczona jest
elastycznym przewodem rurowym 17 z wlotem gazu 18 reaktora plazmowego.
Dodatkowo do gniazda 13 uktadu akumulatoréw 5 przewodami elektrycznymi 14
podtgczony jest przeksztattnik napiecia 19, ktéry poprzez gniazdo 20 podtgczony jest
przewodami elektrycznymi 21 do uktadu przetgcznikbw 9 generatora wysokiego
napiecia 10. Generator wysokiego napiecia 10 zamocowany jest w obudowie 22
z uchwytem 23, do ktdérej zamocowana jest gtowica 24 reaktora plazmowego, na ktorej
kohcu zamocowana jest ostona perforowana 25. Natomiast do uktadu akumulatoréw 5
podtgczone jest gniazdo 26 wejsciowe poprzez przewody elektryczne 27.

Dziatanie urzgdzenia polega na tym, ze uktad akumulatoréw 5 natadowanych
wczesniej z sieci zewnetrznej przewodem elektrycznym 27 zakonczonym gniazdem
wejsciowym 26, poprzez wiacznik uktadu zasilania 6 z gniazda 13 zasila sprezarke 15
i przeksztattnik napiecia 19, ktory po zatgczeniu uktadu przetacznikbw 9 uruchamia
generator wysokiego napiecia 10 zasilajgcy elektrody 12 umozliwiajac zapton
wytadowania plazmowego. Sprezarka 15 po pobraniu powietrza poprzez wlot powietrza
16 podaje je przewodem rurowym 17 do wlotu gazu 18. Trzymajgc urzgdzenie za uchwyt
23 nalezy nakierowac¢ perforowany wylot obudowy 25 gtowicy reaktora 24 na plazmowo
obrabiang powierzchnie stymulowanej rosliny.

RZECZNIK PATENTOWY
y omirka

gr inz! Maciej Nowicki
Nrwp, 3476
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Wykaz oznaczen:

1 — przeno$na obudowa

2 — uchwyt obudowy

3 —szelki

4 — ptyta montazowa

5 — uktad akumulatoréw

6 — wigcznik uktadu zasilania

7 — przewody elektryczne

8 — ostona

9 — uktad przetgcznikdw

10 — generator wysokiego napiecia

11 — przewody elektryczne

12 — elektrody

13 — gniazdo ukfadu akumulatoréw

14 — przewody elektryczne

15 — sprezarka

16 — wlot powietrza

17 — elastyczny przewdd rurowy

18 — wlot gazu

19 — przeksztattnik napiecia

20 — gniazdo przeksztattnika

21 — przewody elektryczne

22 — przenos$na obudowa

23 — uchwyt przenos$nej obudowy

24 — gtowica reaktora

25 — wylot perforowany

26 — gniazdo wej$ciowe

27 — przewody elektryczne



